DECOMPOSICAO TERMICA DE SULFETO DE ZINCO

A OXIDO DE ZINCO: PROPRIEDADES OPTICAS.

INSTITUTO DE QUIMICA — UNICAMP

§¥° Gabriela Zanotto Bosshatrd (gzbosshard@gmail.com), Fernando Aparecido Sigoli
SAE/UNICAMP — CNPq - FAPESP — LNLS/LME

Az,

UNICAMP

Oxido de Zinco — Sulfeto de Zinco - Luminescéncia
INTRODUCAO

EXPERIMENTAL

Instituto
de Quimica

A utilizagio de semicondutores II-VI para absorver energia
e transferir para fons terras-raras, como o eurépio(III), tem
sido alvo de muitas pesquisas, sendo que o éxido de zinco
(ZnO) pode ser considerado um dos semicondutores mais
promissores, uma vez que possui gap largo absorvendo no
ultra-violeta, com possibilidade de transferéncia de energia
20s fons terras-raras que, por sua vez, emitem no visivel.
Entretanto, sabe-se que hd grande dificuldade de dopagem
desse semicondutor por fons terras-raras, devido aos seus
tamanhos e cargas. O 6xido de zinco possui estrutura
hexagonal do tipo wurtzita e tem dtomos de zinco

rede do oxido de zinco com calcogenetos, como o
enxofre, pode ser um campo promissor na viabilizagio da
dopagem deste semicondutor, visto que poderi agregar as
propriedades fisicas e quimicas do oxido de zinco a
qualidade de emissio dos ifons terras-raras. Através da
decomposi¢io  térmica do sulfeto  de  zinco,
semicondutor de gap largo e que pode apresentar dois tipos
de empacotamentos compactos: cubico (blenda de zinco) e
hexagonal (wurtzita); ¢ possivel obter o 6xido de zinco,
sendo que o controle da temperatura de decomposi¢io
pode levar a éxido de zinco contendo enxofre ou mistura
de ZnO e ZnS.
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REsuLTADOS E Discussio

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho ¢é estudar a decomposicio
térmica do ZnS a ZnO, sob diferentes temperaturas e
atmosferas, sua influéncia no tamanho de cristalito (hkl),
calculado pela lei de Scherrer, e os valores de band gap

do semicondutor, que foram obtidos pelos dados de
reflectancia difusa, utilizando-se o modelo Tauc.
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Figura 01: Anilise térmica de sulfito de sinco sem tratamento térmico ems atmosfera de ar sintétics, na faixa de 0 °C
a 1300 C
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Figura 04: Espectros obtidos por espectrosapia de rftectincia difusa para as amosiras de sulfto de zinco tratadas
Iermicamente conforme descrto pela nomenclatura empregada. () ¢ () ent absorbincia ¢ (0 ¢ d) em F(R).
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Tabela I: Tamanhos de cristalito caleulado para os
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P cosb Figura 06: Micrografias de sulfito de zinco tratadas termicamente de 300 °C a 900 °C, conforme descrito pela
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Figura 07: Micrografias de sulfto de zinco tratadas termicamente de 300 °C a 900 °C, conforme descrito pela
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Figura 03: Diffatogramas de raios X de anostras de sulfto de zinco tratadas termicamente a 300 °C, 640 °C,
690°C, 800 °C ¢ 900 °C, ent tempos variands entre 5 ¢ 30 minutos, conforme descrito na nomenclatura empregada. Figura 05: Espectros de luminescéncia das amastras de sulfeto de zinco tratadas termicamente: (a) excitagio (A,,, = 500 nm)

e (b) emissio(A= 370 nm).
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A rota de preparagio sugerida para a preparagio do ZnO:S parece ser
promissora. A decomposicao do ZnS a ZnO permite ajustar o valor de
absorcdo na regidao UV-Vis e,conseqiientemente a coloragao dessas amostras ,
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possivelmente devido a presenca de ensofre residual nas amostras de ZnO
formadas . A variagio da temperatura também influenciou o tamanho médio de
cristalito dos dois semicondutores.



